
 

 

  

 
      

Warrant Call Spread con Rebate 
iShares Semiconductor ETF 

Scotia Inverlat, Casa de Bolsa S.A. de C.V. 
Warrant “Call Spread con Rebate” ligado al comportamiento del iShares Semiconductor ETF (SOXX) 

Clave SOX606R SC003- Términos y condiciones definitivas – Noviembre 29 de 2024 
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Warrant “Call Spread con Rebate” sobre el iShares Semiconductor ETF (SOXX). 

SOX606R SC003 

 

I. Características de la Colocación: 
 

Instrumento: Call Spread con Rebate 

Subyacente de referencia: iShares Semiconductor ETF (BBG: SOXX US Equity) 

Clave de pizarra: SOX606R SC003 

Emisora: Scotia Inverlat, Casa de Bolsa S.A. de C.V. 

Moneda de Base: MXN 

Monto de Colocación: $26,630,000 

Número de Títulos: 2,663 

Valor Nominal: $10,000 

Plazo de Vigencia: 546 días 

  

Fecha de Definición de Strike: 
El mínimo de los precios de cierre entre el 29 de noviembre de 

2024 y el 28 de enero de 2025 

Fecha de Emisión y Cruce en Bolsa: 6 de diciembre de 2024 

Fecha de Liquidación Emisión: 9 de diciembre de 2024 

Fecha de Observación: 5 de junio de 2026 

Fecha de Vencimiento: 5 de junio de 2026 

Fecha de Liquidación Vencimiento: 9 de junio de 2026 

 
II. Características del Producto: 

 

Nivel Inicial del Subyacente: 
El mínimo de los precios de cierre entre el 29 de noviembre 

de 2024 y el 28 de enero de 2025 

Protección de Capital: 100% 

Tope: 140% 

Participación al alza: 100% 

Rebate: 20.40% 

Rendimiento Máximo Directo: 40% 

Rendimiento Máximo Anualizado (ACT/360): 26.37% 
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Warrant “Call Spread con Rebate” sobre el iShares Semiconductor ETF (SOXX). 

SOX606R SC003 
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 A vencimiento,  si el subyacente es: 

A. Mayor al 140% del nivel inicial el pago por título a vencimiento será la suma de: 

• 10,000 X 100% 

• 10,000 X 100% X 20.40% 

o El rendimiento será de 20.40% en directo. 

 
B. Mayor o igual al 100% del nivel inicial y menor o igual al 140% el pago por título a vencimiento 

será la suma de: 

• 10,000 X 100% 

• 10,000 X 100% X 
𝑆𝑂𝑋𝑋𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−100%× 𝑆𝑂𝑋𝑋𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑆𝑂𝑋𝑋𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

o El rendimiento será del 100% de la subida de SOXX con respecto al 100% del nivel inicial. 

 

C. Menor al 100% del nivel inicial el pago por título a vencimiento será la suma de: 

• 10,000 X 100% 

o La estructura devuelve el 100% del capital invertido. 

III. Determinación de pago: 
 

Escenarios de rendimiento a vencimiento 
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Warrant “Call Spread con Rebate” sobre el iShares Semiconductor ETF (SOXX). 

SOX606R SC003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyacente:  SOXX WARRANT 

Nivel Final 
Rendimiento  

Directo 

Rendimiento 

Anualizado 

Pago final  

por título 

Rendimiento  

Directo 

Rendimiento 

Anualizado 

7 .00    .00    6. 8   0,000.00 0.00  0.00  

80.00   0.00    3. 9   0,000.00 0.00  0.00  

8 .00    .00   9.89   0,000.00 0.00  0.00  

90.00   0.00   6. 9   0,000.00 0.00  0.00  

9 .00   .00   3.30   0,000.00 0.00  0.00  

 00.00 0.00  0.00   0,000.00 0.00  0.00  

   .00   .00  9.89    , 00.00   .00  9.89  

  0.00  0.00   3. 9    ,000.00  0.00   3. 9  

   .00   .00   6. 8    , 00.00   .00   6. 8  

 30.00 30.00   9.78   3,000.00 30.00   9.78  

  0.00  0.00   6.37    ,000.00  0.00   6.37  

   .00   .00   9.67    ,0 0.00  0. 0   3.    

 

Ejemplos de escenarios de rendimiento a vencimiento 

Evolución histórica del SOXX 
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Warrant “Call Spread con Rebate” sobre el iShares Semiconductor ETF (SOXX). 

SOX606R SC003 

Disclaimers: 
 

E        id  d   s   d   m      s        i   d   x   si  m         fi  s i f  m  i  s y    d    s     i iz d       sid   d    m      
 f            m    ,    d  ,    mi i        s       q i        i s   m     fi    i   . L s  é mi  s y    di i   s fi    s  s á  s j   s     s 
   di i   s d  m    d          i    s. L  i f  m  ió        id      s   d   m           s i  y       s s  í  d  i    sió ,      , 
           fis   ,  i    s i  y          m  d  ió      s     sid d s     i      s d   d s i     i .  sí mism ,    i f  m  ió        id     
   d   m         i    d  f     s q      G      i    i    S   i    k I        (“G SBI”)    sid       fi    s,          i  ú  s   id  
      iz  s       id d  i s  h      s   s     d     i          ió  q   d     mism  s  h   . E        id  d   s   d   m      s    fid   i   
y     i d d d  S   i    k I       , S. ., d  m      q         d  s   f      i d         d  id          q i        m di    mé  d      i   
       m         fi  s d  dis  i   ió    di      ió  si          iz  ió      i  y      s  i   d  S   i    k I       , S. . (“S   i    k”   “E  
Emis  ”). E  i    si  is   q             s        s     d   m     d    s      s i     d  q     s       s  q í   f  id s    d      s   
 d    d s      s s   j  i  s  s   ífi  s d  i    sió    s    si ió  fi    i   ,        q   d     d      s s     i s d  isi   s d  i    sió  
      á d s      s s   mi      s   ífi   y  s   i  iz d  q      d  s       s  i  y h  i  d        id d s         ió  d    s  i s  s q   
             dq isi ió  d     i s   m     d  i    sió    m    s B   s Es        d s.  

“Es   i s   m     d  i    sió    d á               dimi    s,   és  s s   i f  i   s     s  xis     s       m    d . P         s  d  
i s   m    s      00  d     i          iz d ,     i  ú    s ,        imi     d           ió , s    d á  iq id      im        mi    
i f  i        i  i    i     id .”  

( ) P      h  h  d   dq i i   s   i s   m    ,    i    si  is          h       m d  s s     i s d  isi   s d  i    sió       s        
       ió  y  s s   mi      s   ífi     i d    di        sid    d  s s   j  i  s d  i    sió ,  sí   m    s         ís i  s d      d    , 
      id d    di i i  d   Emis  , d    s    di i   s q    f          d í    f         m    d  m xi    ,         mí  m xi          Emis   y 
d      q i         i    s    i  q   h     sid   d        i    , y    h    s d  di h         ió  ú i  m           i f  m  ió  
       i   d         Emis  .  

( ) E  i    si  is            s  i s  s q   im  i              ió  d   s      s  d        i   s, y  q      i     i     B   s Es        d s 
                    d  d   i s  .  sí mism ,          q      Emis       s m   i         i   ió  d        iz      dimi    s,  i s  
  s   s  i iz  d    s  é did s q      d  s f i    m     s      i  d         iz  ió  d           ió       s  s i s   m    s d  i    sió  
y, q                  z  d   s  s i s   m    s d  i    sió ,  ú           ió  d  di h s    dimi    s y   s s  s   á s j        s    di i   s 
d   m    d ,         d d d   i s   m    ,      s      i  d   Emis   y     s dis  si i   s fis    s    i     s       m    i , d    s      s    
i    si  is   d    á h     h  h         isió  i d    di         s s  s s   s fis    s.  simism ,    i    si  is            q      h y 
   i   ió                   d   Emis   d     dq i i  di h s       s y q       iq id z d  és  s     s á       iz d . 

(3) E  i    si  is   m  ifi s    s       s i     y         (i)   s  i s  s d  i  d s d  i     i      s  s i s   m    s; (ii) q     s    dimi    s 
d    s mism s    d   s    f    d s           s d  dif               z  (     j m   ,       s    í i  s, s  i   s,     ómi  s y/  
fi    i   s); y (iii) d     f  mid d       s  é mi  s y    di i   s d   s  s i s   m    s d  i    sió ,    d    h       i i     dimi    s s  
          s j      di   s s    di i   s   s      d        más       s s  y      s, q     d í   s    f    d s     si    i   s     s   m , 
d  m           i  i   m s     imi   i  : f si   s,  dq isi i   s, d s is  d , s  i s   s  i s i    s s,    i    iz  ió , m difi   i   s   
        ió  (í di  s), dis    ió      m i s      s   s  s d            y/    m i s       s,           s       s,      y    s    s 
      i   s s  á       d s               Emis     s  m j   j i i ,       s       á  i  s   m   i   s        m           d s.  

( ) E     s    s   d  d  idi        s       s  s i s   m    s d  i    sió  h s   s  f  h  d  m d   z,    m    d  s    d  i       és  s 
  d í  s    imi  d    i    s  i  xis     . E   s  s   id       s  d   xis i     m    d  s    d  i ,        i  d    s i s   m    s  s   á 
 f    d      di   s s f      s i d    di    s      s      i  d   Emis       s   m  i)    f     d  d m  d , ii)          y      i id d d   
s  y      , iii)     i    i  d    s i s   m    s, i )    m       m       d  di h s i s   m    s, i )   s   s s d  i    és    i     s, y  )    
m    d             i   d  i s   m    s fi    i   s      i   d s           i   d s       s i s   m    s  q í d s  i  s. 

 


